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Реферат:
1. В дисертаційній роботі отримано нові типи гетеропереходів GaN/por-GaAs/GaAs, представ-лено
результати досліджень їх властивостей. Розроблена математична модель конвертації поверх-невих шарів
GaAs у GaN за рахунок дифузії атомів азоту у GaAs за механізмом kick-out. Встанов-лено, що за температур,
менших 800 К інтенсивність конвертації недостатня для формування плі-вок GaN, внаслідок чого
формується потрійна сполука GaAsN. За температур, вищих 1000 К від-бувається погіршення морфології
плівок внаслідок інтенсивної декомпозиції матеріалу підкладки GaAs. Досліджено властивості плівок
GaN/por-GaAs, доведено позитивний вплив використання поруватих підкладок GaAs на їх оптичні,
структурні та морфологічні властивості. З'ясовано позитивний вплив відпалення гетероепітаксійних плівок
GaN у радикалах азоту на склад власних дефектів: зменшення концентрації точкових дефектів вакансій азоту
та донно-акцепторних пар, поліпшення стехіометрії у плівках GaN. На основі проведених досліджень
оптимізовано фізико-технологічні аспекти нітридизації поруватих підкладок GaAs для формування якісних



напівпровідникових гетероструктур GaN/por-GaAs/GaAs.

2. The thesis is devoted to the investigation of optical , crystal and morphological properties of GaN thin films,
obtained by nitridation of porous GaAs. Mathematic model on convertation process GaAs in GaN during nitridation
in nitrogen plasma was developed and presented in the work. Analysis of pre-sented model revealed optimized
parameters of nitridation, in particularly, time and temperature. It was determined, that at temperature under 800
K intensity of convertation process is insufficient for obtaining GaN films, instead GaAsN compound are formed. At
temperature above 1000 K the roughness of films significantly increases, and consequently, surface morphology of
GaN films becomes poor quality - all this facts relates to intensive decomposition of GaAs substrate at that
temperature. Porous sample of GaAs n- and p-type was obtained, their morphological and optical properties was
investigated. The influence of low-dimensional effects of porous structures on photoluminescence is analyzed. The
high efficiency of combining of application of porous GaAs substrate and nitridation for ob-taining semiconductors
heterostructure GaN/por-GaAs/GaAs thin films are presented. Obtained by this way GaN/por-GaAs structures is
a promising material for homoepitaxy of high quality , strain-free GaN thick films.
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